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			これまで我々は，金誘起層交換成長(GIC)法[1]を用いて作製した擬似単結晶 Ge (PSC-Ge)薄膜

[2]を用いて，ガラス基板上[3,4]やフレキシブル基板上[5]に比較的高い電界効果移動度の薄膜トラ

ンジスタ(TFT)を実証してきた．本研究では，この PSC-Ge TFTの電気伝導特性を詳細に議論する． 

	  ガラス基板，SiNxを堆積したガラス基板，フレキシブル基板(ポリイミド)上のそれぞれに作製

した PSC-Ge薄膜を，化学機械研磨(CMP)を用いて薄層化・平坦化し，1つの粒子内に Fig. 1(a)の

ような TFT を作製した [3-5]．300℃以下のプロセスで TFT 作製後，N2雰囲気中で 400℃，30 分

のポストアニールを施している． 

   Fig. 1(b)には，ガラス基板上および SiNx/ガラス基板上に作製した PSC-Ge TFTの電界効果移動

度(µFE)のゲート電圧(VG)依存性を示す．基板の種類が異なるだけでキャリア濃度が異なるため，

ガラス基板上の TFTではµFE値が 20 ~ 58 cm2/Vsとなり，

バラツキは大きいものの，高い値を示す素子が得られた

[4]．一方，SiNx/ガラス基板上の TFTでは，µFE値が 10 ~ 26 

cm2/Vsとなり[6]，高い値を示す TFT素子は得られなかっ

た．これらの特性の違いは，GIC 法を用いて成長した

PSC-Ge薄膜の電気伝導メカニズムに強く関係したもので

あると考えている．講演では，フレキシブル基板上の

Ge-TFTも合わせて議論する． 
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Fig.1: (a) Optical micrograph of a 
PSC-Ge TFT on SiN. (b) Field effect 
mobility as a function of gate 
voltage for PSC-Ge TFTs on glass 
and SiNx.  
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